
Bc. Silvie Valkova se ve sve diplomove praci s nazvem "Chalkogenidova skla systemu 
Ga-Ge-S" zabyva studiem zpusobu pfipravy a vlivu koncentrace strfbra na opticke vlastnosti 
tenkych vrstev (GeSe2)O .S(G~S3)O.2 ' Problematika studovana v diplomove praci rna 
perspektivnf vyuzitf v optice a optoelektronice, napr. pri optickem zaznamu informaci 
s vysokou hustotou zaznamu. 

Autorka vypracovala podrobnou literami resersi 0 metodach pfipravy tenkych vrstev 
chalkogenidovYch skel , jejich vlastnostech a pouzitf. Protoze jednim z dIu prace by 10 studium 
opticky indukovaneho rozpouW~ni stfibra v pi'ipravenych vrstvach, venuje se autorka i teto 
problematice. Velkou pozomost venuje tez elektrickym a optickym vlastnostem 
chalkogenidovYch skel s durazem na skla systemu Ga-Ge-S. 

Bc. Silvie Valkova syntetizovala objemove vzorky skla (GeSe2)O.S(Ga2S3)O,2 a z nich 
pfipravila tenke vrstvy tfemi zpusoby : termickYm vakuovYm naparovanfm v platinove lodicce 
s korundovou vlozkou, termickym vakuovam naparovanim ve vicekomorove moly bdenove 
lodicce a pulzni laserovou ablad. Amorfni charakter pripravenych vrstev overila rentgenovou 
difrakcni analyzou a jejich slozenf stanovila pomoci EDX mikroanalYZY. Opticke vlastnosti 
urCila UV-VIS spektroskopii a VASE elipsometrif. Protoze podle vYsledku EDX 
mikroanalyzy a VASE elipsometrie nebyly vrstvy pfipravene termickym vakuovYm 
naparovanim homogeIll1i, pouzila pro dalsi experimenty pouze vrstvy pfipravene pulzni 
laserovou ablacf. Na nich studovala zmeny opticke propustnosti a indexu lomu po temperaci 
pri 100ce a expozici xenonovou lampou. Dale vrstvy pfipravene pulzni laserovou ablaci 
pouzila ke studiu opticky indukovaneho rozpousteni stfibra. Na vrstvy exponovane 
halogenovou lampou deponovala metodou vakuoveho naparovani tenke vrstvy stfibra a pote 
je podrobila dalSi expozici halogenovou lampou. Vrstvy dopovane stribrem charakterizovala 
pomoci rentgenove difrakcni analyzy, EDX mikroanalyzy, UV -VIS spektroskopie a VASE 
elipsometrie. 

Diplomova prace je vypracovana prehledne a peclive, ale mam nekolik pripominek: 
Pro urceni slozeni objemovYch vzorku a tenkych vrstev pouzila autorka EDX 
mikroanalYzu. V teoreticke casti ale uvadi pouze princip elektronove mikroskopie. EDX 
analyzator je sice soucasti rastrovaciho elektronoveho mikroskopu, ale 0 principu EDX 
mikroanalyzy by se autorka zminit mela. 
V tabulce 2 na str. 51 jsou chybne spocitana atomova procenta pro teoreticke slozeni (rna 
byt 64,71 % S, 11 ,77% Ga, 23.52% Ge). 
Na stranach 51 a 61 autorka uvadi, ze EDX analyza poskytuje udaje 0 slozenf povrchove 
vrstvy pripravenych tenkych vrstev. To ale plati pouze pro objemove vzorky . Tloust'ka 
pi'ipravenych tenkych vrstev (360 - 500 nm) je mensi nez hloubka, z niz je rentgenove 
zareni excitovano (tato hodnota zavisi na urychlovacim napeti primamiho svazku 
elektronu a hustote materialu a pro tento system vychazi okolo 3 !lm). Proto je u tenkych 
vrstev vYsledek EDX mikroanalyzy prumema hodnota z cele tloust'ky vrstvy. Rozdil proti 
teoretickemu slozeni muze byt zpusoben nestejnou rychlosti odparovanim jednotlivYch 
slozek pfi priprave Uak autorka uvadi v kapitole Diskuse vYsledku) a tim, ze pro pfipravu 
vrstvy neni vyuzit cely obsah lodicky (mene tekave sloZky zUstanou v lodicce). Rozdil 
v tekavosti jednotlivYch slozek samozrejme zpusobi i nehomogenitu tenke vrstvy, 
zjistenou jako gradace indexu lomu. 
Tloust'ky tenkych vrstev dotovanych stfibrem (str. 56) jsou take mensi, neZ hloubka 
excitace rentgenoveho zareni. Proto i zde se nejedna 0 slozeni povrchu, ale celeho objemu 
vrstvy. 



Take v kapitole zaver neni EDX mikroanalyza uvedena mezi metod ami pouzirymi pro 

charakterizaci vzorku. Elektronova mikroskopie slouzi pouze ke zobrazeni povrchu 

vzorku, nikoliv k urceni slozeni. 

Seznam literatury je napsan nestandardnim zpusobem, za odkazy chybi tecky. 


Autorka vykonaia velky objem experimentaini prace a prokazala schopnost zhodnotit 
ziskane vYsIedky. Zadani diplomove prace bylo spineno .. 

Praci hodnotim zmimkou velmi dobfe. 

V Pardubicich dne 24.5 .2010 lng. Milan Vlcek, esc. 


